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(54)【発明の名称】 有機エレクトロルミネセンス表示装置の製造方法

(57)【要約】
【課題】  安価に高性能な有機エレクトロルミネセンス
表示装置を得る手段を提供すること。
【解決手段】  有機エレクトロルミネセンス表示装置を
構成する基板上の発光部領域と非発光部領域との間に段
差あるいは溝を設け、マスク部材の端部を段差あるいは
溝にあわせて該マスク部材によって発光部の有機層を覆
った後、マスクされていない非発光部の有機層を除去す
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板上に、陽極、有機発光層を含む有機
層、及び陰極とからなる積層体の形成された発光部と、
前記積層体の形成されていない非発光部とを有する有機
エレクトロルミネセンス表示装置の製造方法であって、
前記基板として、前記積層体を形成して発光部とする発
光部領域及び前記非発光部となる非発光部領域との間に
段差を有するものを用いること、前記有機層を形成する
際には、前記発光部領域及び前記非発光部領域を含む前
記基板上全面に前記有機層を形成し、該有機層のうち前
記非発光部領域に形成された部分を除去すること、該除
去の際にはマスク部材を用い、該マスク部材の端部を前
記基板の段差部に合わせ、前記有機層のうち前記発光部
領域に形成された部分を前記マスク部材で覆っておくこ
と、を特徴とする有機エレクトロルミネセンス表示装置
の製造方法。
【請求項２】  前記段差は前記発光部領域が凸であるよ
うな段差であり、前記マスク部材は凹形状を有すること
を特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロルミネセ
ンス表示装置の製造方法。
【請求項３】  前記段差は前記非発光部領域に対して斜
面を構成していることを特徴とする請求項２に記載の有
機エレクトロルミネセンス表示装置の製造方法。
【請求項４】  前記非発光部領域と前記斜面とのなす角
度は９０度より大きく１８０度未満であることを特徴と
する請求項３に記載の有機エレクトロルミネセンス表示
装置の製造方法。
【請求項５】  前記非発光部領域に形成された有機層の
除去は、ドライエッチング加工により行うことを特徴と
する請求項１から４のうちのいずれか１項に記載の有機
エレクトロルミネセンス表示装置の製造方法。
【請求項６】  前記ドライエッチング加工は、反応性イ
オンエッチング加工であることを特徴とする請求項５に
記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置の製造方
法。
【請求項７】  基板上に、陽極、有機発光層を含む有機
層、及び陰極とからなる積層体の形成された発光部と、
前記積層体の形成されていない非発光部とを有する有機
エレクトロルミネセンス表示装置の製造方法であって、
前記基板として、前記積層体を形成して発光部とする発
光部領域及び前記非発光部となる非発光部領域との間に
溝を有するものを用いること、前記有機層を形成する際
には、前記発光部領域及び前記非発光部領域を含む前記
基板上全面に前記有機層を形成し、該有機層のうち前記
非発光部領域に形成された部分を除去すること、該除去
の際にはマスク部材を用い、該マスク部材の端部を前記
基板の溝部に合わせ、前記有機層のうち前記発光部領域
に形成された部分を前記マスク部材で覆っておくこと、
を特徴とする有機エレクトロルミネセンス表示装置の製
造方法。
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【請求項８】  前記溝の形状は最深部よりも開口部が広
いＶ字もしくはテーパー状であることを特徴とする請求
項７に記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置の製
造方法。
【請求項９】  前記非発光部領域に形成された有機層の
除去は、ドライエッチング加工により行うことを特徴と
する請求項７又は８に記載の有機エレクトロルミネセン
ス表示装置の製造方法。
【請求項１０】  前記ドライエッチング加工は、反応性
イオンエッチング加工であることを特徴とする請求項９
に記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置の製造方
法。
【請求項１１】  基板上に、陽極、有機発光層を含む有
機層、及び陰極とからなる積層体の形成された発光部
と、前記積層体の形成されていない非発光部とを有する
有機エレクトロルミネセンス表示装置の製造方法であっ
て、前記基板として、前記積層体を形成して発光部とす
る発光部領域及び前記非発光部となる非発光部領域との
間に、前記発光部領域が凸であるような段差を有するも
のを用いること、前記有機層を形成する際には、前記非
発光部領域に前記発光部領域の面と同じ高さになるよう
にシール材を塗布し、前記発光部領域及び前記シール材
上を含む前記基板上全面に前記有機層を形成し、前記陰
極を形成するより前に前記シール材を除去すること、を
特徴とする有機エレクトロルミネセンス表示装置の製造
方法。
【請求項１２】  基板上に、陽極、有機発光層を含む有
機層、及び陰極とからなる積層体の形成された発光部
と、前記積層体の形成されていない非発光部とを有する
有機エレクトロルミネセンス表示装置であって、前記基
板は、前記積層体を形成して発光部とする発光部領域と
前記非発光部となる非発光部領域との間に段差を有する
ことを特徴とする有機エレクトロルミネセンス表示装
置。
【請求項１３】  前記段差は前記発光部領域が凸である
ような段差であることを特徴とする請求項１２に記載の
有機エレクトロルミネセンス表示装置。
【請求項１４】  前記段差は前記非発光部領域に対して
斜面を構成することを特徴とする請求項１３に記載の有
機エレクトロルミネセンス表示装置。
【請求項１５】  前記非発光部領域と前記斜面とのなす
角度は９０度より大きく１８０度未満であることを特徴
とする請求項１４に記載の有機エレクトロルミネセンス
表示装置。
【請求項１６】  基板上に、陽極、有機発光層を含む有
機層、及び陰極とからなる積層体の形成された発光部
と、前記積層体の形成されていない非発光部とを有する
有機エレクトロルミネセンス表示装置であって、前記基
板は、前記積層体を形成して発光部とする発光部領域と
前記非発光部となる非発光部領域との間に溝を有するこ
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とを特徴とする有機エレクトロルミネセンス表示装置。
【請求項１７】  前記溝の形状は最深部よりも開口部が
広いＶ字もしくはテーパー状であることを特徴とする請
求項１６に記載の有機エレクトロルミネセンス表示装
置。
【請求項１８】  前記非発光部に取り出し電極を有する
ことを特徴とする請求項１２から１７のうちのいずれか
１項に記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、表示デバイス、光
源として利用可能な有機エレクトロルミネセンス表示装
置とその製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、タン（Ｔａｎｇ）らは有機蛍光色
素を有機発光層とし、これと電子写真の感光体等に用い
られている有機電荷輸送化合物とを積層した二層構造を
有する有機エレクトロルミネセンス（ＥＬ）素子を提案
した（特開昭５９－１９４３９３号公報）。有機ＥＬ素
子は、無機ＥＬ素子に比べ低電圧駆動、高輝度に加えて
多数の色の発光が容易に得られるという特徴があること
から、素子構造や有機蛍光色素、有機電荷輸送化合物に
ついて多くの試みが報告されている（Ｊｐｎ．Ｊ．Ａｐ
ｐｌ．Ｐｈｙｓ．第２７巻、Ｌ２６９頁（１９８８
年）、Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．第６５巻、３６１０頁
（１９８９年））。
【０００３】これまでに、有機発光層に用いる材料とし
ては、低分子量の有機蛍光色素が一般に用いられている
が、ＷＯ９０１３１４８号公開明細書の実施例には、可
溶性前駆体を電極上にスピンコート塗布し、熱処理を行
なうことにより共役系高分子に変換されたポリ（ｐ－フ
ェニレンビニレン）薄膜が得られ、それを用いたＥＬ素
子が開示されている。また、溶媒に可溶な高分子発光材
料をスピンコート塗布した例も公開されている（ＡＰ
Ｌ，５８，１９８２（１９９１））。
【０００４】有機ＥＬ素子を利用した有機ＥＬ表示装置
としては、図６に示すようにガラス等からなる透明な基
板１の表面に透明電極が陽極３として形成され、この上
に発光体である有機層５が形成され、さらにその上に金
属等からなる陰極７が形成されたものがよく知られてい
る。なお、陰極７上には通常、有機層５の劣化を防ぐ
為、絶縁材料等からなる保護膜９が形成されている。
【０００５】また基板１上には取り出し電極４が形成さ
れており、陰極７と電気的に接合されている。さらに取
り出し電極４は異方性導電膜１０を介してＦＰＣ１１に
接着されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】有機層５の形成は真空
蒸着法で行うことが一般的であるが、これをスピンコー
トやディッピングなどで行えば、より簡便に有機ＥＬ表
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示装置を作成でき、大面積化も容易である。
【０００７】ここで、一般にディスプレイの配線パター
ンは細く複雑であるため、マスクを通してＡｌなどの金
属を蒸着して形成する陰極７をそのままＦＰＣ１１に接
続する取り出し電極４として使うのは困難であり、基板
１に予めパターニングされた取り出し電極４に陰極７を
蒸着・接合している。
【０００８】しかしながら、スピンコートにより有機層
５を塗布する方法ではパターニングされた取り出し電極
４を含めた基板１の全面に有機層が成膜されてしまうた
め、陰極７と取り出し電極４との間に絶縁物である有機
層５が介在することになり、この接合部の有機層５を陰
極７形成前に除去する必要がある。
【０００９】有機層５を除去する手段として異方性のド
ライエッチングである反応性イオンエッチング（ＲＩ
Ｅ）が効果的であるが、発光部の保護の為にマスクを被
せておいても有機層とマスクの隙間などから若干の反応
ガスの回り込みがあり、発光部にダメージを与えてしま
うといった課題がある。
【００１０】また他の手段としては、基板にパターニン
グされた電極の上にマスキング用シール材などのマスキ
ング部材を塗布・硬化しておき有機層を全面に形成した
後にマスキング部材を剥がし、取り出し電極を露出させ
る方法もあるが、マスキング部材の厚みが薄いときれい
に剥がすことが出来ず、厚いとスピンコートで成膜した
マスキング部近傍の有機層の膜厚が不均一になる問題が
ある。
【００１１】本発明は上記課題に鑑みなされたものであ
り、安価に高性能な有機エレクトロルミネセンス表示装
置を得る手段を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】本発明の第１は、基板上
に、陽極、有機発光層を含む有機層、及び陰極とからな
る積層体の形成された発光部と、前記積層体の形成され
ていない非発光部とを有する有機エレクトロルミネセン
ス表示装置の製造方法であって、前記基板として、前記
積層体を形成して発光部とする発光部領域及び前記非発
光部となる非発光部領域との間に段差を有するものを用
いること、前記有機層を形成する際には、前記発光部領
域及び前記非発光部領域を含む前記基板上全面に前記有
機層を形成し、該有機層のうち前記非発光部領域に形成
された部分を除去すること、該除去の際にはマスク部材
を用い、該マスク部材の端部を前記基板の段差部に合わ
せ、前記有機層のうち前記発光部領域に形成された部分
を前記マスク部材で覆っておくこと、を特徴とする。
【００１３】このような方法によれば、不要な非発光部
領域の有機層を除去する際の加工の影響が、万一マスク
部材の下部から内側に回り込んだとしても、基板の段差
部分によってブロックされ、陽極付近の発光部の有機層
を確実に保護することが可能となる。
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【００１４】本発明の第２は、基板上に、陽極、有機発
光層を含む有機層、及び陰極とからなる積層体の形成さ
れた発光部と、前記積層体の形成されていない非発光部
とを有する有機エレクトロルミネセンス表示装置の製造
方法であって、前記基板として、前記積層体を形成して
発光部とする発光部領域及び前記非発光部となる非発光
部領域との間に溝を有するものを用いること、前記有機
層を形成する際には、前記発光部領域及び前記非発光部
領域を含む前記基板上全面に前記有機層を形成し、該有
機層のうち前記非発光部領域に形成された部分を除去す
ること、該除去の際にはマスク部材を用い、該マスク部
材の端部を前記基板の溝部に合わせ、前記有機層のうち
前記発光部領域に形成された部分を前記マスク部材で覆
っておくこと、を特徴とする。
【００１５】このような方法によれば、不要な非発光部
領域の有機層を除去する際の加工の影響が、万一マスク
部材の下部から内側に回り込んだとしても、基板の溝部
分によってブロックされ、陽極付近の発光部の有機層を
確実に保護することが可能となる。
【００１６】本発明の第３は、基板上に、陽極、有機発
光層を含む有機層、及び陰極とからなる積層体の形成さ
れた発光部と、前記積層体の形成されていない非発光部
とを有する有機エレクトロルミネセンス表示装置の製造
方法であって、前記基板として、前記積層体を形成して
発光部とする発光部領域及び前記非発光部となる非発光
部領域との間に、前記発光部領域が凸であるような段差
を有するものを用いること、前記有機層を形成する際に
は、前記非発光部領域に前記発光部領域の面と同じ高さ
になるようにシール材を塗布し、前記発光部領域及び前
記シール材上を含む前記基板上全面に前記有機層を形成
し、前記陰極を形成するより前に前記シール材を除去す
ること、を特徴とする。
【００１７】このような方法によれば、段差の高さ分だ
けシール材の厚みがとれることとなり、剥がすときに破
れたり、残渣が残ったりしてしまうことなく、不要な部
分の有機層の除去を確実に行うことが出来る。
【００１８】
【発明の実施の形態】本発明の第１は、基板上に、陽
極、有機発光層を含む有機層、及び陰極とからなる積層
体の形成された発光部と、前記積層体の形成されていな
い非発光部とを有する有機エレクトロルミネセンス表示
装置の製造方法であって、前記基板として、前記積層体
を形成して発光部とする発光部領域及び前記非発光部と
なる非発光部領域との間に段差を有するものを用いるこ
と、前記有機層を形成する際には、前記発光部領域及び
前記非発光部領域を含む前記基板上全面に前記有機層を
形成し、該有機層のうち前記非発光部領域に形成された
部分を除去すること、該除去の際にはマスク部材を用
い、該マスク部材の端部を前記基板の段差部に合わせ、
前記有機層のうち前記発光部領域に形成された部分を前
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記マスク部材で覆っておくこと、を特徴とする。また、
前記段差は前記発光部領域が凸であるような段差であ
り、前記マスク部材は凹形状を有することが好ましい。
【００１９】図２は本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方
法の一実施形態を示す断面図である。１は基板、３は陽
極、４は取り出し電極、５は基板面全面に形成された有
機層、６はマスク部材である。
【００２０】このようにしておくことで、不要な非発光
部領域の有機層を除去する際の加工の影響が、万一マス
ク部材６の下部から内側に回り込んだとしても、基板の
段差部分によってブロックされ、陽極３付近の発光部の
有機層を確実に保護することが可能となる。
【００２１】さらには、前記段差は前記非発光部領域に
対して斜面を構成していることが好ましい。この段差の
好ましい一実施形態は図１に示すようなものであり、そ
の角度は基板表面に対して９０度より大きく１８０度未
満であることが望ましい。これは、この角度を９０度以
下にすると段差部で陰極が断線する可能性が高く、１８
０度では本発明による効果が得られないからである。
【００２２】本発明の第２は、基板上に、陽極、有機発
光層を含む有機層、及び陰極とからなる積層体の形成さ
れた発光部と、前記積層体の形成されていない非発光部
とを有する有機エレクトロルミネセンス表示装置の製造
方法であって、前記基板として、前記積層体を形成して
発光部とする発光部領域及び前記非発光部となる非発光
部領域との間に溝を有するものを用いること、前記有機
層を形成する際には、前記発光部領域及び前記非発光部
領域を含む前記基板上全面に前記有機層を形成し、該有
機層のうち前記非発光部領域に形成された部分を除去す
ること、該除去の際にはマスク部材を用い、該マスク部
材の端部を前記基板の溝部に合わせ、前記有機層のうち
前記発光部領域に形成された部分を前記マスク部材で覆
っておくこと、を特徴とする。
【００２３】図４は本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方
法の一実施形態を示す断面図である。図２と同じ符号は
同じ部材を指す。
【００２４】このようにしておくことで、不要な非発光
部領域の有機層を除去する際の加工の影響が、万一マス
ク部材６の下部から内側に回り込んだとしても、基板の
溝部分によってブロックされ、陽極３付近の発光部の有
機層を確実に保護することが可能となる。
【００２５】また、前記溝の形状は、その上から有機層
を形成した後においてもマスク部材の端部が溝にはまり
やすいように、最深部よりも開口部が広いＶ字もしくは
テーパー状であることが好ましい。
【００２６】本発明の第３は、基板上に、陽極、有機発
光層を含む有機層、及び陰極とからなる積層体の形成さ
れた発光部と、前記積層体の形成されていない非発光部
とを有する有機エレクトロルミネセンス表示装置の製造
方法であって、前記基板として、前記積層体を形成して
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7
発光部とする発光部領域及び前記非発光部となる非発光
部領域との間に、前記発光部領域が凸であるような段差
を有するものを用いること、前記有機層を形成する際に
は、前記非発光部領域に前記発光部領域の面と同じ高さ
になるようにシール材を塗布し、前記発光部領域及び前
記シール材上を含む前記基板上全面に前記有機層を形成
し、前記陰極を形成するより前に前記シール材を除去す
ること、を特徴とする。
【００２７】図５は本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方
法の一実施形態を示す断面図である。図２と同じ符号は
同じ部材を指し、８はシール材である。
【００２８】すなわち、予め非発光部領域にマスキング
用のシール材８を塗布・硬化しておき、例えばスピンコ
ートなどで基板１全面に有機層５を塗布した後に、非発
光部領域に塗布してあるシール材８とともに有機層５を
除去することが可能である。
【００２９】通常、マスキング用のシール材を塗布して
スピンコートにより有機層を成膜する場合、マスキング
シール材の端部が壁となり、その近傍では有機層の膜厚
が中央部と異なってしまい発光輝度のばらつきの原因と
なるため、シール材の膜厚は薄い方が好ましい。しかし
マスキングシール材の膜厚が薄いと膜強度が弱くなり、
剥がすときに破れたり、残渣が残ったりしてしまう。
【００３０】そこで、本発明のように、段差形状を有す
る基板の非発光部領域に発光部領域の面と同じ高さにな
るようにシール材８を塗布・硬化することにより、シー
ル材端部に壁を作ることなく、段差の高さ分だけシール
材の厚みがとれる。この方法であれば高価なＲＩＥ装置
を使わずに非発光部領域の有機層の除去が可能になる。
【００３１】また、本発明の有機エレクトロルミネッセ
ンス表示装置は上記本発明の製造方法を用いて製造され
たことを特徴とするものをも含むものである。
【００３２】以下、上記本発明による有機エレクトロル
ミネセンス（ＥＬ）表示装置の製造方法および有機ＥＬ
表示装置について詳細に説明する。
【００３３】段差形状を有する基板１は透光性を有する
もので、ガラス基板や合成樹脂からなる基板が好まし
く、ガラス基板としてはソーダ石灰ガラス、バリウム・
ストロンチウム含有ガラス、ホウケイ酸ガラス、石英ガ
ラス、無アルカリガラスなどが用いられ、合成樹脂基板
としてはポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、ポリエ
ーテルサルファイド樹脂、ポリサルフォン樹脂などが用
いられる。
【００３４】基板１上には陽極３と取り出し電極４が形
成されている。陽極３は仕事関数の大きい（４ｅＶ以
上）金属、合金、電気伝導性化合物またはこれらの混合
物が好ましく、具体的にはＡｕ、Ｐｔ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｃ
ｕＩ、ＩＴＯ、ＳｎＯ

2
、ＺｎＯなどが挙げられる。こ

の陽極３は前記有機発光層からの発光を陽極３側から取
り出す場合、可視光透過率が１０％以上であることが望
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ましい。また陽極３のシート抵抗は５００Ω／□以下と
してあるものが望ましい。さらに陽極３の膜厚は材料に
もよるが、通常１０ｎｍ～１μｍの範囲で選択される。
【００３５】取り出し電極４は導電性材料であれば制限
はなく、可視光透過性も不要である。陽極３と同じ材料
が使えることはいうまでもなく、異なる材料、抵抗、膜
厚のものでも使用することが出来る。また、ＩＴＯとＣ
ｒなど異種材料の積層構造であっても問題はない。この
陽極３と取り出し電極４の形成は真空蒸着法やスパッタ
リング法、メッキ法等の方法で成膜出来、陽極３と取り
出し電極４は同時に形成しても順次形成しても良い。
【００３６】図２に示すように基板１及び陽極３上には
有機層５が形成されるが、有機層５としては材料の種
類、構成、膜厚、色素のドーピング形態などについて特
に限定されるものではなく、１種類または多種類の有機
発光材料のみからなる薄膜や、１種類または多種類の有
機発光材料と正孔輸送材料、電子注入材料との混合物か
らなる薄膜など有機ＥＬ素子の発光層として機能する単
層構造でも発光層以外に正孔輸送材料、電子注入材料を
個別に有する２層以上の積層構造であってもよい。これ
ら有機層５の構成材料は、高分子系、低分子系に関わら
ず、従来より有機ＥＬ素子で用いられている正孔輸送材
料、有機発光材料、電子注入材料をそのまま使用でき
る。
【００３７】正孔輸送材料としては、トリアゾール誘導
体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、フ
ェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、ピラ
ゾリン誘導体、ピラゾロン誘導体、アニリン系共重合
体、ポリアリールアルカン誘導体、スチルベン誘導体、
ヒドラゾン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、オキサ
ゾール誘導体、スチリルアントランセン誘導体、フルオ
レノン誘導体、シラザン誘導体、ポリシラン系化合物な
どが挙げられる。有機発光材料としては、ベンゾチアゾ
ール系、金属キレート化オキシノイド化合物、スチルベ
ンゼン系化合物、芳香族ジメチルリジン化合物、ジスチ
ルピラジン誘導体ベンゾイミダゾール系、ベンゾオイサ
ゾール系などが挙げられる。電子注入材料としては、ニ
トロ置換フルオレノン誘導体、アントラキノジメタン誘
導体、チオピランジオイシド誘導体などの複素環テトラ
カルボン酸無水物、フレオレニリンデンメタン誘導体、
オキサジアゾール誘導体、８－キノリノール誘導体、カ
ルボジイミド、アントロン誘導体などが挙げられる。
【００３８】以上に述べた材料は低分子系の有機材料で
あるが、高分子系の有機材料、例えばポリ（Ｎ－ビニル
カルバゾール）、ポリアニリン及びその誘導体、ポリチ
オフェン及びその誘導体、ポリ（Ｐ－フェニレンビニレ
ン）及びその誘導体、ポリ（２、５－チエニレンビニレ
ン）及びその誘導体など用いることもでき、その場合に
も成膜法は特に限定されない。すなわち、低分子系の有
機材料の場合にはその成膜法として真空蒸着法を用いる
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9
ことが一般的だが、高分子系の有機材料の場合にはその
成膜法としてスピンコートや印刷法などの他、キャステ
ィング法、ディッピング法、バーコート法、ロールコー
ト法等の塗布法を用いることが出来、もちろん材料との
組み合わせに制限は無い。また、ここで高分子系の有機
材料がポリ（ｐ－フェニレンビニレン）及びその誘導
体、ポリ（２，５－チエニレンビニレン）及びその誘導
体等の共役系高分子のように前駆体を経由した成膜も可
能である。
【００３９】ここでスピンコートなどの塗布法で成膜し
た時に同時に成膜される非発光部領域の有機層５の除去
手段について説明する。これは前述したように、非発光
部領域の取り出し電極４上に成膜された有機層５が絶縁
物として働く為に、陰極７を蒸着して取り出し電極４と
電気的に接合する前に前記有機層５を除去することを目
的とするものである。
【００４０】有機層５の除去手段として、ウエットエッ
チングは発光部領域の有機層５へのダメージが大きく、
また機械的にかきとる方法では除去が不完全であった
り、有機物の微粒子が発生して発光部に付着する可能性
があるためドライエッチングが有効である。特にサイド
エッチングの少ない異方性のエッチングである反応性イ
オンエッチング（ＲＩＥ）が好ましい。
【００４１】ＲＩＥは異方性のエッチングであるためサ
イドエッチングは少ないものの、有機層５のエッチング
には反応ガスとして酸素ガスを使用する。一般に有機層
は酸素による劣化が著しく、たとえ発光部領域の有機層
の保護の為にマスク部材を発光部に直接置いたとしても
基板の反りなどにより隙間が出来、その隙間から酸素が
侵入し、発光部の有機層を劣化させてしまうことがあ
る。そこで本発明のように基板の発光部領域と非発光部
領域との間に段差あるいは溝を設けその段差あるいは溝
に端部を合わせて凹形状のマスク部材をかぶせて発光部
領域の有機層を囲むことにより、酸素ガスの侵入を防止
できる。
【００４２】また、この有機層５の除去には、上記第３
の本発明のようにマスキング用のシール材を用いる方法
を用いても良い。この方法を用いた場合でも次の陰極の
形成は、エッチングによって有機層を除去する上記の方
法と同様に行うことが出来る。
【００４３】図３は、本発明の有機ＥＬ表示装置の一実
施形態の概念図を示す側面図及び平面図であり、３は陽
極、４は取り出し電極、７は陰極を表している。
【００４４】取り出し電極４上の有機層を除去した後
に、この図３に示すように陰極７を成膜するが、陰極７
としては仕事関数の小さい（４ｅＶ以下）金属、合金、
電気伝導性化合物およびこれらの混合物を電極物質とす
るものが用いられる。このような電極物質の具体例とし
ては、ナトリウム、ナトリウム－カリウム合金、マグネ
シウム、リチウム、マグネシウム－銀合金、アルミニウ
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ム／酸化アルミニウム、アルミニウム・リチウム合金、
インジウム、希土類金属などがあげられる。この陰極７
はこれらの電極物質を蒸着やスパッタリング等の方法に
より薄膜を形成させることにより作成することが出来
る。
【００４５】以上のようにして有機エレクトロルミネセ
ンス表示装置の基本構成を形成することが出来る。なお
陰極７の上には陰極７や有機層５が空気中の酸素や水分
に触れないよう、これを覆って保護膜９が形成される。
【００４６】
【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を説明するが、
本発明は以下の例のみに限定されるものではない。
【００４７】（実施例１）以下、本発明の有機エレクト
ロルミネセンス表示装置（以下有機ＥＬ表示装置）の製
造方法を詳しく説明する。
【００４８】図１は本発明の有機ＥＬ表示装置の一実施
形態の概念図を示す側面図及び平面図であり、図２は本
発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法の一実施形態を示す
断面図である。図１において、図２と同じ符号は同じ部
材を指す。
【００４９】図１には本実施例の有機ＥＬ表示装置に用
いる基板１が示され、図１（ａ）は側面図で、図１
（ｂ）は平面図である。このガラス基板からなる基板１
上にはＩＴＯ膜からなる陽極３と、同じくＩＴＯ膜から
なる取り出し電極４が形成されている。基板１には４０
ｍｍ□、厚み１．１ｍｍのガラス板を用い、エッチング
加工により図１（ａ）に示すように０．５ｍｍの段差が
約４５°の傾斜をもって設けてある。陽極３及び取り出
し電極４は、基板１の上に厚み１５００ÅのＩＴＯ膜を
スパッタリング法により成膜し、さらにフォトエッチン
グにより図１（ｂ）のようにパターニングしたものであ
る。
【００５０】有機層に用いる発光材料としてはＭＥＨ－
ＰＰＶをキシレンに５ｗｔ％の濃度に溶解したものを使
用した。
【００５１】有機層の成膜は以下のように行った。まず
基板１をアセトン、ＩＰＡで各１０分づつ超音波洗浄し
た後、乾燥窒素ガスで乾燥させ、さらにＵＶオゾン洗浄
を１０分間行った。その後基板１をスピンコーターにセ
ットし、ＭＥＨ－ＰＰＶ溶液１ｃｍ3を基板１の中央に
滴下し、１５００ｒｐｍの回転速度で１分間回転させ基
板上に有機層５を成膜した。その後、基板１を取り出し
真空オーブンに入れ８０℃、１．３×１０2Ｐａの雰囲
気で３０分間乾燥させた。
【００５２】次に発光部領域以外に成膜された有機層５
を反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）により除去した。
まずスピンコートで有機層５を全面に成膜した基板１上
の発光部領域上にマスク部材６を被せた。マスク部材６
は２０ｍｍ□、厚み１．１ｍｍのガラス板の外周部０．
５ｍｍを残して深さ０．７ｍｍの凹形状にエッチング加
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工したものを用いた。なお基板１上の段差はその斜面部
にマスク部材６の内側のエッジがかかる位置に設けられ
ている。その後マスク部材６をセットした基板１をＲＩ
Ｅ装置のチャンバー内にセットし、３×１０-3Ｐａまで
減圧し、酸素ガスを１０ｃｍ3／分の流量で２分間流し
マスクで覆った以外の部分の有機層５を除去した。
【００５３】その後基板１を蒸着装置にセットして、図
３に示すように陰極７としてＡｌを１５００Åの厚さに
蒸着し取り出し電極４に接合した。
【００５４】そして蒸着装置から基板を取り出した後、
陽極３と取り出し電極４間に直流電圧を印加したところ
１０Ｖで３０００ｃｄ／ｍ2のオレンジ色の発光が得ら
れ、全面にわたり均一な発光で画素の劣化も認められな
かった。
【００５５】（実施例２）図４に示した形態の実施例を
説明する。このガラス基板からなる基板１上にはＩＴＯ
膜からなる陽極３と、同じくＩＴＯ膜からなる取り出し
電極４が形成されている。
【００５６】基板１には４０ｍｍ□、厚み１．１ｍｍの
ガラス板を用い、エッチング加工により図４に示すよう
に幅１ｍｍ、深さ０．５ｍｍのＶ字形状の溝が設けてあ
る。陽極３及び取り出し電極４は、基板１の上に厚み１
５００ÅのＩＴＯ膜をスパッタリング法により成膜し、
さらにフォトエッチングにより図１（ｂ）のようにパタ
ーニングしたものである。
【００５７】有機層に用いる発光材料としてはＭＥＨ－
ＰＰＶをキシレンに５ｗｔ％の濃度に溶解したものを使
用した。
【００５８】有機層の成膜は以下のように行った。まず
基板１をアセトン、ＩＰＡで各１０分づつ超音波洗浄し
た後、乾燥窒素ガスで乾燥させ、さらにＵＶオゾン洗浄
を１０分間行った。その後基板１をスピンコーターにセ
ットし、ＭＥＨ－ＰＰＶ溶液１ｃｍ3を基板１の中央に
滴下し、１５００ｒｐｍの回転速度で１分間回転させ基
板上に有機層５を成膜した。その後、基板１を取り出し
真空オーブンに入れ８０℃、１．３×１０2の雰囲気で
３０分間乾燥させた。
【００５９】次に発光部領域以外に成膜された有機層５
を反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）により除去した。
まずスピンコートで有機層５を全面に成膜した基板１上
の発光部領域の上にマスク部材６を被せた。マスク部材
６は２０ｍｍ□、厚み１．１ｍｍのガラス板の外周部
０．５ｍｍを残して深さ０．７ｍｍの凹形状にエッチン
グ加工したものを用いた。なお基板１上のＶ字溝は溝の
内側にマスク部材６のエッジが沈み込む位置に設けられ
ている。その後マスク部材６をセットした基板１をＲＩ
Ｅ装置のチャンバー内にセットし、３×１０-3Ｐａまで
減圧し、酸素ガスを１０ｃｍ3／分の流量で２分間流し
てマスクされた以外の部分の有機層５を除去した後にチ
ャンバーから取り出した。その後基板１を蒸着装置にセ
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ットして、図３に示すように陰極７としてＡｌを１５０
０Åの厚さに蒸着し取り出し電極４に接合した。
【００６０】そして蒸着装置から基板を取り出した後、
陽極３と取り出し電極４間に直流電圧を印加したところ
１０Ｖで３０００ｃｄ／ｍ2のオレンジ色の発光が得ら
れ、全面にわたり均一な発光で画素の劣化も認められな
かった。
【００６１】（実施例３）図５に示した形態の実施例を
説明する。ガラス基板からなる基板１上にはＩＴＯ膜か
らなる陽極３と、同じくＩＴＯ膜からなる取り出し電極
４が形成されている。
【００６２】基板１は４０ｍｍ□、厚み１．１ｍｍのガ
ラス板を用い、エッチング加工により図１（ａ）に示す
ように０．５ｍｍの段差が約４５°の傾斜をもって設け
てある。陽極３及び取り出し電極４は、基板１の上に厚
み１５００ÅのＩＴＯ膜をスパッタリング法により成膜
し、さらにフォトエッチングにより図１（ｂ）のように
パターニングしたものである。
【００６３】有機層に用いる発光材料としてはＭＥＨ－
ＰＰＶをキシレンに５ｗｔ％の濃度に溶解したものを使
用した。
【００６４】有機層の成膜は以下のように行った。まず
基板１をアセトン、ＩＰＡで各１０分づつ超音波洗浄し
た後、乾燥窒素ガスで乾燥させ、さらにＵＶオゾン洗浄
を１０分間行った。次にシール材８としてシリコーンシ
ール材（信越化学工業株式会社製  Ｘ－３１－１２９３
－Ｗ）を図５に示すように基板１の段差の低い部分に
０．５ｍｍの厚みに塗布し、シール材上面が基板１の発
光部領域面とほぼ平面になるようにした。そして２０
℃、５５％ＲＨ環境で１時間硬化させた。その後基板１
をスピンコーターにセットし前記発光材料としてＭＥＨ
－ＰＰＶ溶液１ｃｍ3を基板１の中央に滴下し、１５０
０ｒｐｍの回転速度で１分間回転させ基板上に有機層５
を成膜した。その後、基板１を取り出し真空オーブンに
入れ８０℃、１．３×１０2Ｐａの雰囲気で３０分間乾
燥させた。
【００６５】そしてシール材８を剥がし取り出し電極４
を露出させた後、基板１を蒸着装置にセットして、図３
に示すように陰極７としてＡｌを１５００Åの厚さに蒸
着し取り出し電極４に接合した。
【００６６】蒸着装置から基板を取り出した後、陽極３
と取り出し電極４間に直流電圧を印加したところ１０Ｖ
で３０００ｃｄ／ｍ2のオレンジ色の発光が得られ、全
面にわたり均一な発光で画素の劣化も認められなかっ
た。
【００６７】
【発明の効果】本発明によれば、発光部の有機層へのダ
メージを与えることなく非発光部領域上の有機層を除去
できることから、有機層の形成をスピンコート、キャス
ティング、ディッピングなどの簡便な成膜法で行うこと
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で安価に、しかも信頼性高く有機ＥＬ表示装置を製造す
ることが可能となり、有機ＥＬ表示装置の大型化にも役
立つ。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の有機ＥＬ表示装置の一実施形態の概念
図を示す側面図及び平面図である。
【図２】本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法の一実施
形態を示す断面図である。
【図３】本発明の有機ＥＬ表示装置の一実施形態の概念
図を示す平面図である。
【図４】本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法の一実施
形態を示す断面図である。
【図５】本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法の一実施
形態を示す断面図である。 *
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*【図６】従来の有機ＥＬ表示装置の構造の一例を示す断
面図である。
【符号の説明】
１  基板
３  陽極
４  取り出し電極
５  有機層
６  マスク部材
７  陰極
８  シール材
９  保護層
１０  異方性導電膜
１１  ＦＰＣ

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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